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論 文 内 容 の 要 旨 
 本論文では、多電子系触媒開発のための基礎研究として、「水硫化物配位子を有する N-ヘテロ環カルベ


































 以上のように本論文では、修飾が容易な NHC 錯体ユニットを多核錯体に組み込む新手法を提示し、
NHC 錯体部位の変更により多核錯体の性質が制御できることを示している。これらの研究成果は、多電
子系触媒の開発だけでなく分子デバイス等の開発における新たな材料を提供できるものであり、博士(理
学)の学位を授与するにふさわしいと審査した。 
